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1．はじめに 

民生用の中高耐圧 (30~50V) LDMOS を車載

用に展開する場合一層の信頼性が要求される。

先に、LDMOS のドレイン側ゲート端周りで

のインパクト・イオン化を抑えた高信頼性デ

ュアルRESURF Nch-LDMOSを提案[1]したが、

オン抵抗が高かった。今回、これを改善する。 

2．従来型と新型 Nch-LDMOS構造 

前記 Nch-LDMOS (従来②)[1]のドリフト(D)層

は二段階になっており、従来の単純な D 層の

Nch-LDMOS (従来①)と異なる。今回 (新型)、 

従来②に対し Field Plate (FP)を追加し、D 層の 

n型不純物量を最適化し、D層を短縮した。 

 Nch-LDMOS構造 は 0.35μmルール相当であ

り、アドバンスソフト社のデバイス・シミュレ

ータ DESSERT (β版)を用いて特性を調べた。 

3．シミュレーション結果 

Fig. 1 は IDS-VDS 特性 (VGS=5V) の比較を示

す。従来①では Kirk効果による電流増大 (CE: 

Current Expansion）はあるが、従来②と新型で

は CE の発生はない。 

Fig. 2は Siの表面に沿ったインパクト・イオ

ン化による正孔電流密度 (Jh) プロファイル 

(VGS=5V, VDS=40V) の比較を示す。新型と従来

②の Jh は、従来①に比べて大きく低下してい

る。新型の Jhはゲート端から D 領域へ向かっ

て大きくなるが、ゲート端では従来②と同程度

であるため、インパクト・イオン化による新型

での LDMOS 中の真性 MOSFET の特性変動は

従来①に比べて少ないと考える。 

特性オン抵抗 RonA (mΩ∙mm2)は、従来②の

69.3 から新型の 44.8 に低下した。またブレー

クダウン電圧 BVDS (V)は、従来②の 61から新

型の 60 であり、ほとんど変わらなかった。新

型の RonA-BVDS (トレードオフ特性)は、今迄発

表[2]された中で最も良いレベルと同等である。 

 

Fig. 1. Comparison of IDS-VDS characteristics 

between conventional and new Nch-LDMOSs. 

 

 

Fig. 2. Comparison of hole current density profiles 

along the surface between conventional and new 

Nch-LDMOSs. 
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